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【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年2月22日(2011.2.22)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アングルを含むパターンを少なくとも２つ含むように形成された複数のコーナ・ラウン
ディングのテストパターンを含むマスクを準備する、マスク準備工程と、
　感光材料層が設けられた第１の半導体デバイスを準備する、第１の半導体デバイス準備
工程と、
　上記第１の半導体デバイスの上記感光材料層を、上記マスクおよびリソグラフィプロセ
スを用いて、上記複数のコーナ・ラウンディングの上記テストパターンに対応する複数の
コーナ・ラウンディングのテストフィーチャにパターン化する、パターン化工程と、
　上記第１の半導体デバイスの上記感光材料層に形成された、上記複数のコーナ・ラウン
ディングの上記テストフィーチャのうちの少なくとも１つを、上記複数のコーナ・ラウン
ディングの上記テストフィーチャのうちの他のものと比較して解析することにより、上記
リソグラフィプロセスのコーナ・ラウンディング量を測定する、コーナ・ラウンディング
量測定工程と、
　測定された上記コーナ・ラウンディング量に応じて、上記リソグラフィプロセスあるい
は上記マスクのパラメータを変更するパラメータ変更工程と、
　第２の半導体デバイスを準備する第２の半導体デバイス準備工程と、
　変更された上記リソグラフィプロセスおよび変更された上記マスクを用いて、上記第２
の半導体デバイスを加工する第２の半導体デバイス加工工程と、
を含む、半導体デバイスを製造する方法であって、
　上記マスク準備工程は、複数の正方形の上記テストパターンの中に上記複数の正方形の
上記テストパターンのうちの他のものと寸法の異なるものを少なくとも含むように形成さ
れた上記複数の正方形の上記テストパターンを含むマスクを準備することを含んでおり、
　上記第１の半導体デバイスの上記感光材料層の上記パターン化工程は、上記複数の正方
形の上記テストパターンに対応する複数の上記テストフィーチャを形成することを含んで
おり、
　上記コーナ・ラウンディング量測定工程は、上記テストフィーチャとしての第１のテス
トフィーチャの、第１のコーナから上記第１のコーナに対向する第２のコーナまでの第１
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の距離を測定することと、上記第１のテストフィーチャの、第１の側から上記第１の側に
対向する第２の側までの第２の距離を測定することと、上記第２の距離を上記第１の距離
と比較して、上記第１の距離が上記第２の距離にほぼ等しいならば、上記第１の距離の半
分あるいは上記第２の距離の半分を、上記コーナ・ラウンディング量として決定すること
とを含んでおり、
　上記コーナ・ラウンディング量測定工程は、さらに、
　上記第１の距離が上記第２の距離にほぼ等しくならないならば、
　上記テストフィーチャとしての少なくとも１つの第２のテストフィーチャの、上記第１
のコーナから上記第１のコーナに対向する上記第２のコーナまでの第３の距離を測定する
ことと、
　上記少なくとも１つの第２のテストフィーチャの、第１の側から上記第１の側に対向す
る第２の側までの第４の距離を測定することと、
　上記第４の距離を上記第３の距離と比較することとを、
　上記第１のテストフィーチャの次に大きい上記第２のテストフィーチャから始めて上記
第２のテストフィーチャの大きい順に行って、上記第３の距離が上記第４の距離に等しい
上記第２のテストフィーチャが見つかるまで繰り返し、
　上記第３の距離が上記第４の距離に等しい上記第２のテストフィーチャにおける上記第
３の距離の半分あるいは上記第４の距離の半分を、上記コーナ・ラウンディング量として
決定することを含んでいる、半導体デバイスを製造する方法。
【請求項２】
　アングルを含むパターンを少なくとも２つ含むように形成された複数のコーナ・ラウン
ディングのテストパターンを含むマスクを準備する、マスク準備工程と、
　感光材料層が設けられた第１の半導体デバイスを準備する、第１の半導体デバイス準備
工程と、
　上記第１の半導体デバイスの上記感光材料層を、上記マスクおよびリソグラフィプロセ
スを用いて、上記複数のコーナ・ラウンディングの上記テストパターンに対応する複数の
コーナ・ラウンディングのテストフィーチャにパターン化する、パターン化工程と、
　上記第１の半導体デバイスの上記感光材料層に形成された、上記複数のコーナ・ラウン
ディングの上記テストフィーチャのうちの少なくとも１つを、上記複数のコーナ・ラウン
ディングの上記テストフィーチャのうちの他のものと比較して解析することにより、上記
リソグラフィプロセスのコーナ・ラウンディング量を測定する、コーナ・ラウンディング
量測定工程と、
　測定された上記コーナ・ラウンディング量に応じて、上記リソグラフィプロセスあるい
は上記マスクのパラメータを変更するパラメータ変更工程と、
　第２の半導体デバイスを準備する第２の半導体デバイス準備工程と、
　変更された上記リソグラフィプロセスおよび変更された上記マスクを用いて、上記第２
の半導体デバイスを加工する第２の半導体デバイス加工工程と、
を含む、半導体デバイスを製造する方法であって、
　上記マスク準備工程は、第１のアングルを有する上記テストパターンとしての少なくと
も１つの第１のテストパターンと、第２のアングルを有する上記テストパターンとしての
少なくとも１つの第２のテストパターンとを含むマスクであって、上記第１のテストパタ
ーンの上記第１のアングルの外側のコーナが、上記第２のテストパターンの上記第２のア
ングルの外側のコーナに対して上記マスク上で第１の距離だけスペースを介して隔てられ
るように近接している上記マスクを準備することを含んでおり、
　上記リソグラフィプロセスの上記コーナ・ラウンディング量測定工程は、上記第１の半
導体デバイスの上記感光材料層に形成された、上記第１のテストパターンに対応する上記
テストフィーチャとしての第１のテストフィーチャの第１のアングルの外側のコーナと、
上記第２のテストパターンに対応する上記テストフィーチャとしての第２のテストフィー
チャの第２のアングルの外側のコーナとの間の第２の距離を測定し、上記コーナ・ラウン
ディング量としての、（上記第２の距離－上記第１の距離）／２を計算することを含んで
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いる、半導体デバイスを製造する方法。
【請求項３】
　アングルを含むパターンを少なくとも２つ含むように形成された複数のコーナ・ラウン
ディングのテストパターンを含むマスクを準備する、マスク準備工程と、
　感光材料層が設けられた第１の半導体デバイスを準備する、第１の半導体デバイス準備
工程と、
　上記第１の半導体デバイスの上記感光材料層を、上記マスクおよびリソグラフィプロセ
スを用いて、上記複数のコーナ・ラウンディングのテストパターンに対応する複数のコー
ナ・ラウンディングのテストフィーチャにパターン化する、パターン化工程と、
　上記第１の半導体デバイスの上記感光材料層に形成された、上記複数のコーナ・ラウン
ディングの上記テストフィーチャのうちの少なくとも１つを、上記複数のコーナ・ラウン
ディングの上記テストフィーチャのうちの他のものと比較して解析することにより、上記
リソグラフィプロセスのコーナ・ラウンディング量を測定する、コーナ・ラウンディング
量測定工程と、
　測定された上記コーナ・ラウンディング量に応じて、上記リソグラフィプロセスあるい
は上記マスクのパラメータを変更するパラメータ変更工程と、
　第２の半導体デバイスを準備する第２の半導体デバイス準備工程と、
　変更された上記リソグラフィプロセスおよび変更された上記マスクを用いて、上記第２
の半導体デバイスを加工する第２の半導体デバイス加工工程と、
を含む、半導体デバイスを製造する方法であって、
　上記マスク準備工程は、複数のアングルからなる上記テストパターンが形成されたマス
クであって、上記複数のアングルからなる上記テストパターンの中に少なくとも上記複数
のアングルからなる上記テストパターンのうちの他のものと寸法の異なるものが含まれて
いるマスクを準備することを含んでおり、
　上記コーナ・ラウンディング量測定工程は、
　複数のアングルからなる上記テストフィーチャの形状を解析して、上記複数のアングル
からなる上記テストフィーチャの各部分が、直線を含んでいるかどうかを決定することと
、
　上記複数のコーナ・ラウンディングの上記テストフィーチャのいずれが、直線を含まな
いコーナが丸められた上記テストフィーチャが形成される最も大きな、アングルからなる
上記テストパターンを含んでいるかを決定することと、
　上記コーナ・ラウンディング量を、直線部分を含まない上記コーナが丸められた上記テ
ストフィーチャに対応する上記最も大きな、アングルからなる上記テストパターンの辺の
長さとして決定することとを含んでいる、半導体デバイスを製造する方法。
【請求項４】
　リソグラフィマスクを準備するリソグラフィマスク準備工程であって、上記リソグラフ
ィマスクは、遮光性または光吸収性の材料、上記遮光性または光吸収性の材料に結合され
た透光性または光反射性の材料、および、上記遮光性または光吸収性の材料または上記透
光性または光反射性の材料の上に形成された複数のコーナ・ラウンディングのテストパタ
ーンを含んでおり、上記複数のコーナ・ラウンディングのテストパターンは少なくとも２
つのアングルを含むパターンを含んでおり、リソグラフィプロセスのコーナ・ラウンディ
ング量は、半導体デバイスの材料層に上記リソグラフィマスクを用いて形成された複数の
コーナ・ラウンディングのテストフィーチャの少なくとも１つを、上記複数のコーナ・ラ
ウンディングの上記テストフィーチャのうちの他のものと比較して解析することにより決
定される、リソグラフィマスク準備工程と、
　感光材料層が設けられた半導体のウェハを準備するウェハ準備工程と、
　上記リソグラフィマスクを通して上記感光材料層を露光する露光工程と、
　上記感光材料層の一部分を除去して上記ウェハの一部分を露出させる除去工程であって
、除去された一部は上記リソグラフィマスクのパターンに基づいている、除去工程と、
　上記ウェハの露出した上記一部分に変化を加える変化工程と、を含んでいる、



(4) JP 2008-96973 A5 2011.4.7

半導体デバイスの製造方法であって、
　上記リソグラフィマスクを通した上記感光材料層の上記露光工程と、上記感光材料層の
上記一部分の上記除去工程とは、上記感光材料層に少なくとも２つの、アングルを含むパ
ターンを形成することを含んでおり、
　上記アングルを含むパターンのうちの少なくとも１つを上記アングルを含むパターンの
うちの他の１つと比較して解析することにより、上記リソグラフィプロセスの上記コーナ
・ラウンディング量を決定することをさらに含んでおり、
　上記コーナ・ラウンディング量を決定することに、
　上記アングルを含むパターンである複数の正方形の上記テストパターンの中に上記複数
の正方形の上記テストパターンのうちの他のものと寸法の異なるものを少なくとも含むよ
うに形成された上記複数の正方形の上記テストパターンを含むマスクを準備することと、
　上記複数の正方形の上記テストパターンに対応する複数の上記テストフィーチャを形成
することと、
　上記テストフィーチャとしての第１のテストフィーチャの、第１のコーナから上記第１
のコーナに対向する第２のコーナまでの第１の距離を測定することと、上記第１のテスト
フィーチャの、第１の側から上記第１の側に対向する第２の側までの第２の距離を測定す
ることと、上記第２の距離を上記第１の距離と比較して、上記第１の距離が上記第２の距
離にほぼ等しいならば、上記第１の距離の半分あるいは上記第２の距離の半分を、上記コ
ーナ・ラウンディング量として決定することとを含んでおり、
　上記コーナ・ラウンディング量を決定することに、さらに、
　上記第１の距離が上記第２の距離にほぼ等しくならないならば、
　上記テストフィーチャとしての少なくとも１つの第２のテストフィーチャの、上記第１
のコーナから上記第１のコーナに対向する上記第２のコーナまでの第３の距離を測定する
ことと、
　上記少なくとも１つの第２のテストフィーチャの、第１の側から上記第１の側に対向す
る第２の側までの第４の距離を測定することと、
　上記第４の距離を上記第３の距離と比較することとを、
　上記第１のテストフィーチャの次に大きい上記第２のテストフィーチャから始めて上記
第２のテストフィーチャの大きい順に行って、上記第３の距離が上記第４の距離に等しい
上記第２のテストフィーチャが見つかるまで繰り返し、
　上記第３の距離が上記第４の距離に等しい上記第２のテストフィーチャにおける上記第
３の距離の半分あるいは上記第４の距離の半分を、上記コーナ・ラウンディング量として
決定することを含んでおり、
　決定された上記コーナ・ラウンディング量に基づいて、上記リソグラフィマスクの設計
パラメータを変化させること、あるいは、リソグラフィプロセスのパラメータを変化させ
ることをさらに含んでいる、半導体デバイスの製造方法。
【請求項５】
　リソグラフィマスクを準備するリソグラフィマスク準備工程であって、上記リソグラフ
ィマスクは、遮光性または光吸収性の材料、上記遮光性または光吸収性の材料に結合され
た透光性または光反射性の材料、および、上記遮光性または光吸収性の材料または上記透
光性または光反射性の材料の上に形成された複数のコーナ・ラウンディングのテストパタ
ーンを含んでおり、上記複数のコーナ・ラウンディングのテストパターンは少なくとも２
つのアングルを含むパターンを含んでおり、リソグラフィプロセスのコーナ・ラウンディ
ング量は、半導体デバイスの材料層に上記リソグラフィマスクを用いて形成された複数の
コーナ・ラウンディングのテストフィーチャの少なくとも１つを、上記複数のコーナ・ラ
ウンディングの上記テストフィーチャのうちの他のものと比較して解析することにより決
定される、リソグラフィマスク準備工程と、
　感光材料層が設けられた半導体のウェハを準備するウェハ準備工程と、
　上記リソグラフィマスクを通して上記感光材料層を露光する露光工程と、
　上記感光材料層の一部分を除去して上記ウェハの一部分を露出させる除去工程であって
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、除去された一部は上記リソグラフィマスクのパターンに基づいている、除去工程と、
　上記ウェハの露出した上記一部分に変化を加える変化工程と、を含んでいる、
半導体デバイスの製造方法であって、
　上記リソグラフィマスクを通した上記感光材料層の上記露光工程と、上記感光材料層の
上記一部分の上記除去工程とは、上記感光材料層に少なくとも２つの、アングルを含むパ
ターンを形成することを含んでおり、
　上記アングルを含むパターンのうちの少なくとも１つを上記アングルを含むパターンの
うちの他の１つと比較して解析することにより、上記リソグラフィプロセスの上記コーナ
・ラウンディング量を決定することをさらに含んでおり、
　上記コーナ・ラウンディング量を決定することに、
　上記アングルを含むパターンである第１のアングルを有する上記テストパターンとして
の少なくとも１つの第１のテストパターンと、上記アングルを含むパターンである第２の
アングルを有する上記テストパターンとしての少なくとも１つの第２のテストパターンと
を含むマスクであって、上記第１のテストパターンの上記第１のアングルの外側のコーナ
が、上記第２のテストパターンの上記第２のアングルの外側のコーナに対して上記マスク
上で第１の距離だけスペースを介して隔てられるように近接している上記マスクを準備す
ることと、
　上記半導体デバイスの上記感光材料層に形成された、上記第１のテストパターンに対応
する上記テストフィーチャとしての第１のテストフィーチャの第１のアングルの外側のコ
ーナと、上記第２のテストパターンに対応する上記テストフィーチャとしての第２のテス
トフィーチャの第２のアングルの外側のコーナとの間の第２の距離を測定し、上記コーナ
・ラウンディング量としての、（上記第２の距離－上記第１の距離）／２を計算すること
とを含んでおり、
　決定された上記コーナ・ラウンディング量に基づいて、上記リソグラフィマスクの設計
パラメータを変化させること、あるいは、リソグラフィプロセスのパラメータを変化させ
ることをさらに含んでいる、半導体デバイスの製造方法。
【請求項６】
　リソグラフィマスクを準備するリソグラフィマスク準備工程であって、上記リソグラフ
ィマスクは、遮光性または光吸収性の材料、上記遮光性または光吸収性の材料に結合され
た透光性または光反射性の材料、および、上記遮光性または光吸収性の材料または上記透
光性または光反射性の材料の上に形成された複数のコーナ・ラウンディングのテストパタ
ーンを含んでおり、上記複数のコーナ・ラウンディングのテストパターンは少なくとも２
つのアングルを含むパターンを含んでおり、リソグラフィプロセスのコーナ・ラウンディ
ング量は、半導体デバイスの材料層に上記リソグラフィマスクを用いて形成された複数の
コーナ・ラウンディングのテストフィーチャの少なくとも１つを、上記複数のコーナ・ラ
ウンディングの上記テストフィーチャのうちの他のものと比較して解析することにより決
定される、リソグラフィマスク準備工程と、
　感光材料層が設けられた半導体のウェハを準備するウェハ準備工程と、
　上記リソグラフィマスクを通して上記感光材料層を露光する露光工程と、
　上記感光材料層の一部分を除去して上記ウェハの一部分を露出させる除去工程であって
、除去された一部は上記リソグラフィマスクのパターンに基づいている、除去工程と、
　上記ウェハの露出した上記一部分に変化を加える変化工程と、を含んでいる、
半導体デバイスの製造方法であって、
　上記リソグラフィマスクを通した上記感光材料層の上記露光工程と、上記感光材料層の
上記一部分の上記除去工程とは、上記感光材料層に少なくとも２つの、アングルを含むパ
ターンを形成することを含んでおり、
　上記アングルを含むパターンのうちの少なくとも１つを上記アングルを含むパターンの
うちの他の１つと比較して解析することにより、上記リソグラフィプロセスの上記コーナ
・ラウンディング量を決定することをさらに含んでおり、
　上記コーナ・ラウンディング量を決定することに、
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　上記アングルを含むパターンである複数の上記アングルからなる上記テストパターンが
形成されたマスクであって、上記複数の上記アングルからなる上記テストパターンの中に
少なくとも上記複数の上記アングルからなる上記テストパターンのうちの他のものと寸法
の異なるものが含まれているマスクを準備することと、
　複数の上記アングルからなる上記テストフィーチャの形状を解析して、上記複数の上記
アングルからなる上記テストフィーチャの各部分が、直線を含んでいるかどうかを決定す
ることと、
　上記複数のコーナ・ラウンディングの上記テストフィーチャのいずれが、直線を含まな
いコーナが丸められた上記テストフィーチャが形成される最も大きな、上記アングルから
なる上記テストパターンを含んでいるかを決定することと、
　上記コーナ・ラウンディング量を、直線部分を含まない上記コーナが丸められた上記テ
ストフィーチャに対応する上記最も大きな、上記アングルからなる上記テストパターンの
辺の長さとして決定することとを含んでおり、
　決定された上記コーナ・ラウンディング量に基づいて、上記リソグラフィマスクの設計
パラメータを変化させること、あるいは、リソグラフィプロセスのパラメータを変化させ
ることをさらに含んでいる、半導体デバイスの製造方法。
【請求項７】
　上記設計パラメータを変化させることが、上記リソグラフィマスクのレイアウトを変更
すること、上記リソグラフィマスクの光近接効果補正（ＯＰＣ）のデザインを変更するこ
と、あるいは、半導体デバイス設計の許容公差を変更することを含んでいる、
あるいは、
　上記リソグラフィプロセスのパラメータを変化させることが、上記感光材料層として使
用するフォトレジストの種類を変えること、上記感光材料層をパターン化するときに用い
られるエネルギーを有する波長を変えること、あるいは、上記感光材料層をパターン化す
るときに用いられる露光量を変えることを含んでいる、
請求項４から６のいずれか１項に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項８】
　上記半導体のウェハを準備する上記ウェハ準備工程は、第１の半導体デバイスを準備す
ることを含んでおり、
　変更された上記リソグラフィマスクあるいは変更された上記リソグラフィプロセスを用
いて少なくとも１つの第２の半導体デバイスを作製することをさらに含んでいる、
請求項４から６のいずれか１項に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項９】
　上記複数のコーナ・ラウンディングのテストパターンは、複数のＬ字形状のパターンを
、上記複数のＬ字形状のパターンの中に少なくとも上記複数のＬ字形状のパターンのうち
の他のものと寸法の異なるものが形成されるように含んでいる、
請求項６に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項１０】
　リソグラフィシステムであって、
　感光材料層が設けられたデバイスの支持台と、
　上記デバイスの上記支持台に近接して設けられた投影レンズシステムと、
　上記投影レンズシステムに近接して設けられた照明と、
　上記投影レンズシステムと上記照明との間に配置されたリソグラフィマスクとを含んで
おり、
　上記リソグラフィマスクは複数のコーナ・ラウンディングのテストパターンを含み、上
記複数のコーナ・ラウンディングのテストパターンは少なくとも２つの、アングルを含む
パターンを含んでおり、上記リソグラフィシステムのリソグラフィプロセスのコーナ・ラ
ウンディング量が、上記デバイスの上記感光材料層に形成された複数のコーナ・ラウンデ
ィングのテストフィーチャを上記複数のコーナ・ラウンディングのテストフィーチャのう
ちの他のものと比較して解析することにより決定され、
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　上記リソグラフィマスクは、上記アングルを含むパターンである複数の正方形の上記テ
ストパターンの中に上記複数の正方形の上記テストパターンのうちの他のものと寸法の異
なるものを少なくとも含むように形成された上記複数の正方形の上記テストパターンを含
むマスクであり、
　自動測定装置をさらに含んでおり、
　上記リソグラフィプロセスの上記コーナ・ラウンディング量が、上記自動測定装置によ
って決定可能であり、
　上記自動測定装置によって上記コーナ・ラウンディング量を決定することに、
　上記複数の正方形の上記テストパターンに対応するように形成された複数の上記テスト
フィーチャに対して、上記テストフィーチャとしての第１のテストフィーチャの、第１の
コーナから上記第１のコーナに対向する第２のコーナまでの第１の距離を測定することと
、上記第１のテストフィーチャの、第１の側から上記第１の側に対向する第２の側までの
第２の距離を測定することと、上記第２の距離を上記第１の距離と比較して、上記第１の
距離が上記第２の距離にほぼ等しいならば、上記第１の距離の半分あるいは上記第２の距
離の半分を、上記コーナ・ラウンディング量として決定することとを含んでおり、
　上記コーナ・ラウンディング量を決定することに、さらに、
　上記第１の距離が上記第２の距離にほぼ等しくならないならば、
　上記テストフィーチャとしての少なくとも１つの第２のテストフィーチャの、上記第１
のコーナから上記第１のコーナに対向する上記第２のコーナまでの第３の距離を測定する
ことと、
　上記少なくとも１つの第２のテストフィーチャの、第１の側から上記第１の側に対向す
る第２の側までの第４の距離を測定することと、
　上記第４の距離を上記第３の距離と比較することとを、
　上記第１のテストフィーチャの次に大きい上記第２のテストフィーチャから始めて上記
第２のテストフィーチャの大きい順に行って、上記第３の距離が上記第４の距離に等しい
上記第２のテストフィーチャが見つかるまで繰り返し、
　上記第３の距離が上記第４の距離に等しい上記第２のテストフィーチャにおける上記第
３の距離の半分あるいは上記第４の距離の半分を、上記コーナ・ラウンディング量として
決定することを含んでいる、リソグラフィシステム。
【請求項１１】
　リソグラフィシステムであって、
　感光材料層が設けられたデバイスの支持台と、
　上記デバイスの上記支持台に近接して設けられた投影レンズシステムと、
　上記投影レンズシステムに近接して設けられた照明と、
　上記投影レンズシステムと上記照明との間に配置されたリソグラフィマスクとを含んで
おり、
　上記リソグラフィマスクは複数のコーナ・ラウンディングのテストパターンを含み、上
記複数のコーナ・ラウンディングのテストパターンは少なくとも２つの、アングルを含む
パターンを含んでおり、上記リソグラフィシステムのリソグラフィプロセスのコーナ・ラ
ウンディング量が、上記デバイスの上記感光材料層に形成された複数のコーナ・ラウンデ
ィングのテストフィーチャを上記複数のコーナ・ラウンディングのテストフィーチャのう
ちの他のものと比較して解析することにより決定され、
　上記リソグラフィマスクは、上記アングルを含むパターンである第１のアングルを有す
る上記テストパターンとしての少なくとも１つの第１のテストパターンと、上記アングル
を含むパターンである第２のアングルを有する上記テストパターンとしての少なくとも１
つの第２のテストパターンとを含むマスクであって、上記第１のテストパターンの上記第
１のアングルの外側のコーナが、上記第２のテストパターンの上記第２のアングルの外側
のコーナに対して上記マスク上で第１の距離だけスペースを介して隔てられるように近接
している上記マスクであり、
　自動測定装置をさらに含んでおり、
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　上記リソグラフィプロセスの上記コーナ・ラウンディング量が、上記自動測定装置によ
って決定可能であり、
　上記自動測定装置によって上記コーナ・ラウンディング量を決定することに、
　上記感光材料層に形成された、上記第１のテストパターンに対応する上記テストフィー
チャとしての第１のテストフィーチャの第１のアングルの外側のコーナと、上記第２のテ
ストパターンに対応する上記テストフィーチャとしての第２のテストフィーチャの第２の
アングルの外側のコーナとの間の第２の距離を測定し、上記コーナ・ラウンディング量と
しての、（上記第２の距離－上記第１の距離）／２を計算することとを含んでいる、リソ
グラフィシステム。
【請求項１２】
　リソグラフィシステムであって、
　感光材料層が設けられたデバイスの支持台と、
　上記デバイスの上記支持台に近接して設けられた投影レンズシステムと、
　上記投影レンズシステムに近接して設けられた照明と、
　上記投影レンズシステムと上記照明との間に配置されたリソグラフィマスクとを含んで
おり、
　上記リソグラフィマスクは複数のコーナ・ラウンディングのテストパターンを含み、上
記複数のコーナ・ラウンディングのテストパターンは少なくとも２つの、アングルを含む
パターンを含んでおり、上記リソグラフィシステムのリソグラフィプロセスのコーナ・ラ
ウンディング量が、上記デバイスの上記感光材料層に形成された複数のコーナ・ラウンデ
ィングのテストフィーチャを上記複数のコーナ・ラウンディングのテストフィーチャのう
ちの他のものと比較して解析することにより決定され、
　上記リソグラフィマスクは、上記アングルを含むパターンである複数の上記アングルか
らなる上記テストパターンが形成されたマスクであって、上記複数の上記アングルからな
る上記テストパターンの中に少なくとも上記複数の上記アングルからなる上記テストパタ
ーンのうちの他のものと寸法の異なるものが含まれているマスクであり、
　自動測定装置をさらに含んでおり、
　上記リソグラフィプロセスの上記コーナ・ラウンディング量が、上記自動測定装置によ
って決定可能であり、
　上記自動測定装置によって上記コーナ・ラウンディング量を決定することに、
　複数の上記アングルからなる上記テストフィーチャの形状を解析して、上記複数の上記
アングルからなる上記テストフィーチャの各部分が、直線を含んでいるかどうかを決定す
ることと、
　上記複数のコーナ・ラウンディングの上記テストフィーチャのいずれが、直線を含まな
いコーナが丸められた上記テストフィーチャが形成される最も大きな、上記アングルから
なる上記テストパターンを含んでいるかを決定することと、
　上記コーナ・ラウンディング量を、直線部分を含まない上記コーナが丸められた上記テ
ストフィーチャに対応する上記最も大きな、上記アングルからなる上記テストパターンの
辺の長さとして決定することとを含んでいる、リソグラフィシステム。
【請求項１３】
　上記自動測定装置は、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）あるいは散乱計を含んでいる、
請求項１０から１２までのいずれか１項に記載のリソグラフィシステム。
【請求項１４】
　上記リソグラフィシステムとして、光学的なリソグラフィシステム、非光学的なリソグ
ラフィシステム、Ｘ線リソグラフィシステム、干渉リソグラフィシステム、短波長リソグ
ラフィシステム、有限角拡散投射電子ビームリソグラフィ（ＳＣＡＬＰＥＬ）システム、
液浸リソグラフィ、可視または紫外（ＵＶ）または極紫外（ＥＵＶ）の光を用いるリソグ
ラフィシステム、あるいは、以上の選択肢の任意の組み合わせを含む、
請求項１０から１２までのいずれか１項に記載のリソグラフィシステム。
【請求項１５】
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　ワークピースと、
　上記ワークピース上に設けられた材料層に設けられた、複数のコーナ・ラウンディング
のテストフィーチャとを含んでおり、
　上記複数のコーナ・ラウンディングのテストフィーチャは、互いにアングルの外側が隣
接するように配置された少なくとも２つの、アングルからなるテストフィーチャを含んで
いる、半導体デバイス。
【請求項１６】
　上記材料層として、感光材料層、導電材料層、絶縁材料層、あるいは、半導体材料層を
含む、
請求項１５に記載の半導体デバイス。
【請求項１７】
　複数のダイを含んでおり、
　上記複数のコーナ・ラウンディングのテストフィーチャは、上記ダイに割り当てられた
領域、上記ダイの未使用領域、上記ダイのテスト領域、上記ダイのスクライブ領域、上記
ワークピースの切り溝領域、あるいは、以上の選択肢の任意の組み合わせ、に形成されて
いる、請求項１６に記載の半導体デバイス。
【請求項１８】
　上記複数のコーナ・ラウンディングのテストフィーチャは、Ｌ字形状をなすもの、Ｔ字
形状をなすもの、Ｚ字形状をなすもの、Ｕ字形状をなすもの、Ｗ字形状をなすもの、Ｖ字
形状をなすもの、正方形、あるいは、以上の選択肢の任意の組み合わせを含んでいる、請
求項１６に記載の半導体デバイス。
【請求項１９】
　コーナ・ラウンディングの測定データを取得する取得工程であって、複数のコーナ・ラ
ウンディングのテストパターンが形成されたマスクとリソグラフィプロセスとを用いてパ
ターン化された半導体デバイスの材料層の、第１のコーナ・ラウンディングのテストフィ
ーチャを、上記材料層の、少なくとも１つの第２のコーナ・ラウンディングのテストフィ
ーチャと比較して測定することを含んでいる、取得工程と、
　上記コーナ・ラウンディングの測定データを解析することにより、上記リソグラフィプ
ロセスのコーナ・ラウンディング量を計算する計算工程とを含んでいる、コーナ・ラウン
ディング量を求める方法であって、
　上記マスクは、複数の正方形の上記テストパターンの中に上記複数の正方形の上記テス
トパターンのうちの他のものと寸法の異なるものを少なくとも含むように形成された上記
複数の正方形の上記テストパターンを含むマスクであり、
　上記取得工程は、
　上記複数の正方形の上記テストパターンに対応するように形成された複数の上記テスト
フィーチャに対して、上記第１のコーナ・ラウンディングの上記テストフィーチャとして
の第１のテストフィーチャの、第１のコーナから上記第１のコーナに対向する第２のコー
ナまでの第１の距離を測定することと、上記第１のテストフィーチャの、第１の側から上
記第１の側に対向する第２の側までの第２の距離を測定することと、上記第２の距離を上
記第１の距離と比較して、上記第１の距離が上記第２の距離にほぼ等しいならば、上記第
１の距離の半分あるいは上記第２の距離の半分を、上記コーナ・ラウンディング量として
決定することとを含んでおり、
　さらに、
　上記第１の距離が上記第２の距離にほぼ等しくならないならば、
　上記第２のコーナ・ラウンディングの上記テストフィーチャとしての少なくとも１つの
第２のテストフィーチャの、上記第１のコーナから上記第１のコーナに対向する上記第２
のコーナまでの第３の距離を測定することと、
　上記少なくとも１つの第２のテストフィーチャの、第１の側から上記第１の側に対向す
る第２の側までの第４の距離を測定することと、
　上記第４の距離を上記第３の距離と比較することとを、
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　上記第１のテストフィーチャの次に大きい上記第２のテストフィーチャから始めて上記
第２のテストフィーチャの大きい順に行って、上記第３の距離が上記第４の距離に等しい
上記第２のテストフィーチャが見つかるまで繰り返し、
　上記計算工程は、
　上記第３の距離が上記第４の距離に等しい上記第２のテストフィーチャにおける上記第
３の距離の半分あるいは上記第４の距離の半分を、上記コーナ・ラウンディング量として
計算することを含んでいる、コーナ・ラウンディング量を求める方法。
【請求項２０】
　コーナ・ラウンディングの測定データを取得する取得工程であって、複数のコーナ・ラ
ウンディングのテストパターンが形成されたマスクとリソグラフィプロセスとを用いてパ
ターン化された半導体デバイスの材料層の、第１のコーナ・ラウンディングのテストフィ
ーチャを、上記材料層の、少なくとも１つの第２のコーナ・ラウンディングのテストフィ
ーチャと比較して測定することを含んでいる、取得工程と、
　上記コーナ・ラウンディングの測定データを解析することにより、上記リソグラフィプ
ロセスのコーナ・ラウンディング量を計算する計算工程とを含んでいる、コーナ・ラウン
ディング量を求める方法であって、
　上記マスクは、第１のアングルを有する上記テストパターンとしての少なくとも１つの
第１のテストパターンと、第２のアングルを有する上記テストパターンとしての少なくと
も１つの第２のテストパターンとを含む上記マスクであって、上記第１のテストパターン
の上記第１のアングルの外側のコーナが、上記第２のテストパターンの上記第２のアング
ルの外側のコーナに対して上記マスク上で第１の距離だけスペースを介して隔てられるよ
うに近接している上記マスクであり、
　上記取得工程は、
　上記材料層に形成された、上記第１のテストパターンに対応する上記第１のコーナ・ラ
ウンディングの上記テストフィーチャとしての第１のテストフィーチャの第１のアングル
の外側のコーナと、上記第２のテストパターンに対応する上記第２のコーナ・ラウンディ
ングの上記テストフィーチャとしての第２のテストフィーチャの第２のアングルの外側の
コーナとの間の第２の距離を測定することを含んでおり、
　上記計算工程は、
　上記コーナ・ラウンディング量としての、（上記第２の距離－上記第１の距離）／２を
計算することとを含んでいる、コーナ・ラウンディング量を求める方法。
【請求項２１】
　コーナ・ラウンディングの測定データを取得する取得工程であって、複数のコーナ・ラ
ウンディングのテストパターンが形成されたマスクとリソグラフィプロセスとを用いてパ
ターン化された半導体デバイスの材料層の、第１のコーナ・ラウンディングのテストフィ
ーチャを、上記材料層の、少なくとも１つの第２のコーナ・ラウンディングのテストフィ
ーチャと比較して測定することを含んでいる、取得工程と、
　上記コーナ・ラウンディングの測定データを解析することにより、上記リソグラフィプ
ロセスのコーナ・ラウンディング量を計算する計算工程とを含んでいる、コーナ・ラウン
ディング量を求める方法であって、
　上記マスクは、複数のアングルからなる上記テストパターンが形成された上記マスクで
あって、上記複数のアングルからなる上記テストパターンの中に、少なくとも上記複数の
アングルからなる上記テストパターンのうちの他のものと寸法の異なる上記第１のコーナ
・ラウンディングのテストフィーチャに対応する上記テストパターンと、上記他のものと
しての上記第２のコーナ・ラウンディングのテストフィーチャに対応する少なくとも１つ
のテストパターンとが含まれている上記マスクであり、
　上記取得工程は、
　上記第１のコーナ・ラウンディングのテストフィーチャおよび上記第２のコーナ・ラウ
ンディングのテストフィーチャからなる複数のテストフィーチャの各部分が、直線を含ん
でいるかどうかを決定することと、
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　上記複数のテストフィーチャのいずれが、直線を含まないコーナが丸められた上記テス
トフィーチャが形成される最も大きな、上記アングルからなる上記テストパターンを含ん
でいるかを決定することとを含んでおり、
　上記計算工程は、
　上記コーナ・ラウンディング量を、直線部分を含まない上記コーナが丸められたテスト
フィーチャに対応する上記最も大きな、上記アングルからなる上記テストパターンの辺の
長さとして決定することとを含んでいる、コーナ・ラウンディング量を求める方法。
【請求項２２】
　上記コーナ・ラウンディングの測定データは上記コーナ・ラウンディング量を決定する
指標を含んでおり、
　上記コーナ・ラウンディング量の決定が終了したことを示す指示に基づいて、上記第１
のコーナ・ラウンディングのテストフィーチャを少なくとも１つの上記第２のコーナ・ラ
ウンディングのテストフィーチャと比較して測定することを中止することをさらに含んで
いる、請求項１９から２１までのいずれか１項に記載のコーナ・ラウンディング量を求め
る方法。
【請求項２３】
　リソグラフィマスクであって、
　遮光性または光吸収性の材料と、
　透光性または光反射性の材料と、
　上記遮光性または光吸収性の材料、あるいは、上記透光性または光反射性の材料に形成
された複数のコーナ・ラウンディングのテストパターンであって、少なくとも２つの、ア
ングルを含むパターンを含んでいる複数のコーナ・ラウンディングのテストパターンとを
含んでおり、
　上記複数のコーナ・ラウンディングのテストパターンが、第１のアングルを有する少な
くとも１つの第１のテストパターンと、第２のアングルを有する少なくとも１つの第２の
テストパターンとを含んでおり、上記第１のテストパターンの上記第１のアングルの外側
のコーナが、上記第２のテストパターンの上記第２のアングルの外側のコーナに対して上
記リソグラフィマスク上で予め定められた距離だけスペースを介して隔てられるように近
接している、リソグラフィマスク。
【請求項２４】
　上記複数のコーナ・ラウンディングのテストパターンは、正方形状のもの、長方形状の
もの、アルファベットの文字形状のもの、あるいは、以上の選択肢の任意の組み合わせを
含む、
請求項２３に記載のリソグラフィマスク。
【請求項２５】
　上記リソグラフィマスクとして、バイナリマスク、位相シフトマスク、レベンソン型位
相シフトマスク、ハーフトーン型位相シフトマスク、明視野マスク、クロムレスマスク、
暗視野マスク、反射型マスク、透過型マスク、あるいは、以上の選択肢の任意の組み合わ
せを含む、
請求項２３に記載のリソグラフィマスク。
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